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１．概要（Summary） 

パワー半導体素子の高速動作化を目指し、新構造デ

バイスの基本構造のシミュレーション検討を行う。シミュレ

ーションへの入力構造は、本試作で得られた構造を反映

する。シミュレーション検討の結果、パワー半導体の高速

動作化が可能であることが明らかになった。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ドラフトチャンバ―，スピンコータ―，ホットプレート， 
マスクアライナー 

【実験方法】 
酸化膜およびアルミ膜でそれぞれ４種類の L/S を作製

し（Fig.1~Fig.4）、それをマスクとして基本構造を開発す

る。基本構造作製中にマスクの剥がれや選択比低下によ

るマスク材の消滅が発生しない条件（マスク材・厚み）を見

出す。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
L/S が 5,10,20,40um のマスクを作製し基本構造を作

製した結果、酸化膜とアルミ膜ともにマスク材として十分機

能することが分かった。今後は半導体の汚染物質として

働かない酸化膜での試作を優先して進める。 
 

 
Fig. 1 SiO2 L/S=5um  Fig. 2 SiO2 L/S=10um 

 
 

 
Fig. 3 SiO2 L/S=20um Fig. 4 SiO2 L/S=40um 

 
４．その他・特記事項（Others） 

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）を利用し

た開発 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

今年６月開催の「The 28th IEEE International 
Symposium on Power Semiconductor Devices and 
ICs (ISPSD)」で採択済み（プレゼンテーション発表予定） 
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